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Antimoneto de indio e aluminio (In, Al;;., Sb) € um composto ternario da familia dos semicondutores Ill-V. Caracteriza-se por exibir parametro de
rede intermedidrio entre InSb e AlSb com estrutura cristalina tipo zincblende. Esse material apresenta potencial tecnoldgico na fabricacdo de
sensores e membranas nanométricas. Este trabalho tem por objetivo fabricar (por sputtering) filmes de In,,, Al Sb e investigar como varia o
bandgap (banda proibida) em funcdo da concentragdo de Al, visto que AISb exibe bandgap de ~ 1.62eV e antimoneto de indio (~ 0.17eV). A
espessura e estrutura desses filmes além da concentragdo dos elementos nele presentes serdo estudadas através das técnicas Rutherford

backscattering spectrometry (RBS) e difracdo de raios x (XRD).

A figura 3 mostra o padrdo de difragdo das amostras. Foram utilizados
quatro valores diferentes de poténcia nos alvos de Al e Sb para variar a
concentragdo total de Al nas amostras. A varidvel x nesta figura
representa a concentragdo nominal de Al . Em destaque é mostrado o
pico referente ao composto In; , Al Sb e o seu deslocamento (em 20)
devido ao aumento da concentragdo de Al.

A figura 1 mostra o processo de fabricagdo da amostra In,,, Al Sb por
sputtering que consiste na deposi¢do com concentragdo variavel de Al + Sb
+InSb. A figura 2 mostra um esquematico da amostra construida.
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Fig. 1- Técnica de sputtering na fabricagéo filme In,,, Al Sb, em que 26 qraus
utilizou-se tensdo DC para alvo Sb e Al e RF para InSb. V sb,0, Win —= Sentido de crescimento de
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Fig.3- Padrdo de difragdo das amostras In,., Al Sb.

Sera utilizado este método para caracterizagdo das amostras, em que se realizara
refinamento de cela unitéria, refinamento de estrutura cristalina, anédlise de
microestrutura, analise quantitativa de fases, e determinagdo de orientagdo
preferencial com auxilio do programa TOPAS 5.
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Fig.2- Representagdo esquematica (fora de escala) da amostra.




